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Os filmes de cobre foram
depositados utilizando a técnica de
eletrodeposicdo potenciostatica sobre

substrato de silicio (100) tipo-n. A
CuSO,,

solugdo utilizada contém
CoS0O, e NazCyH50.
o
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Os filmes obtidos e caracterizados possuem baixa
rugosidade e excelente controle de espessura.

CARACTERIZACAO

As técnicas de PERFILOMETRIA
caracterizacdo  utilizadas Carga (C) Espessura (um)
foram:

«  Perfilometria 0.1 013+0,02

* Microscopia Optica; -0.5 0,55+ 0,03

* Microscopia eletrdnica 06 0.64 + 0,03
de varredura (MEV)

Parametro carga-espessura

Peliculas e Tubos

Crescimento das peliculas e tubos
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RESULTADOS

Dependendo do intervalo de potencial aplicado, ocorre o
descolamento do filme obtendo-se assim peliculas de cobre
com diferentes espessuras.

Peliculas

Ocorre tubos de cobre

tipo pergaminho para os filmes com

também a formagdo de
multicamadas
espessuras maiores que 0,5 um, com padréo reprodutivel.

» Possibilidade de obtencdo de
peliculas de cobre utilizando
uma técnica simples.

* Tubos de cobre sédo formados

Para a obtencdo das peliculas e tubos de

' - . Na* ? Na*
cobre, os filmes foram submetidos a voltametrias &
ciclicas, utilizando uma solugdo aquosa de ™~ 7
Na,SO, com concentra¢do de 1 M. o
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em filmes com espessura
superior a ~0,5 ym;

* A técnica utilizada proporciona
alta reprodutibilidade;

» Aplicagao em dispositivos.
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